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内容

• デジタル情報家電時代

• デジタル情報家電用SoC
– メディアプロセッサー技術

– ローパワー技術

– アナログ・デジタル混載技術

• SoCの開発体系

• LSI技術の今後

• 実装技術への期待：３次元集積と統合設計
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デジタル情報家電時代
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デジタル情報家電の時代

デジカメ、カメラ付携帯電話、DVDレコーダー、デジタルTV、フラットディスプレー

などのデジタル情報家電機器が大成長。
これらの機器には1～2個のシステムLSI (SoC)が使用されている。
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Source: 2003 Japan Semiconductor almanac 

電子機器の最大の市場（台数）はPCではなく、携帯電話。

デジタル家電が急追。テレビもフラット化、デジタル化で市場創出。
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DVD Recorderにみる部品削減効果

２０００年モデル
２００３年モデル

・VLSIの進展により従来３チップ必要だったものが１チップに集積可能になった。

・このためケース内部のボードは驚くほど簡単になっている。
・これが性能向上とコストダウンに寄与している。
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デジタル情報家電用機器のコスト構成

100

80

60

40

20

0
WideTV Internet TV Digital TV PC

30％30％

40％40％

25％25％

15％15％

40％40％

10％10％

10％10％

30％30％

10％10％

30％30％

55％55％

5％5％

5％5％

5％5％
Labor costLabor cost

Softoware & patentSoftoware & patent

ComponentsComponents

SemiconductorSemiconductor40％40％ 50％50％

C
o
st

 o
c
c
u
pa

ti
o
n
 （

％
）

Analog base Digital base

ＰＣと殆ど変わらなくなった
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機器のデジタル化によりコスト構成はPCと殆ど同じになった。

半導体投入比率は倍増している。
機器=半導体の時代になった。
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新たな半導体ビジネスの構図

従来の半導体技術オリエンティドなメーカーだけではなくアプリケーションオリエ
ンティドなSoCを主体とするメーカーが出現する。
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デジタル情報家電用SoC
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デジタル情報家電用SoCの分類

超高速メディアプロセッサー系

ローパワー処理系 アナ・デジ混載系

・デジタルTV
・超高速動作

・携帯機器
・低リーク/低電力

・DVD, デジカメ

・アナログ混載

デジタル情報家電用SoCは３分野に分類できる。

・超高速メディアプロセッサー系
・ローパワー処理系
・アナ・デジ混載系
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超高速メディアプロセッサー型SoC
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HDD SDRAMFlashFront End

Tuner

IEEE1394

HDD

0.13um CMOS, 6Cu
3.5M Trs.
CLK: 400MHz

メディアプロセッサー+マイクロプロセッサーによるSoCを用いてデジタルHDTV
などの超高速画像処理ができる。
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メディアプロセッサーの処理能力
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メディアプロセッサーは汎用プロセッサーの１桁以上上の処理能力が求められる。
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ローパワー処理用SoC

MPEG4 Codec
0.18um e-DRAM
31M Tr
90 mW@54MHz

15fps (Core@L1 decode)
30 fps (Simple@L3 decode)

MPEG4 Decoder

0.18um CMOS
11M Tr
11 mW@27/54MHz

15fps (Core@L1 decode)

携帯型デジタル情報家電機器には超低電力・低リークのSoCが求められる。

1.5 GOPS: Simple@L1
12 GOPS: Simple@L3
6 GOPS: Core@L1
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低電力化技術

Video Input Video Output

VCE (Video Codec Engines)

DRAM
(2Mb)

LM LM LM
ME VLC DCT

IDCT
VLD PNR PAD CAD COMP

HIF
(Host I/F)

Programmable DSP

DRAM
(16Mb)

Main

MIF (Memory I/F)

DRAM
(2Mb)

Sub Graph.

Filter

Inst. MemDSP Core Data Mem

LM LM

低電力化のためには素子の微細化・低電圧化の他にクロックあたりの処理能力を
上げるために並列処理技術、専用ハードウエア処理回路・クロックゲートなどのシ
ステム・アーキテクチャ・回路技術が総動員される。

1.5 GOPS: Simple@L1
12 GOPS: Simple@L3
6 GOPS: Core@L1
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ブロック図

ハードウエア処理の効果
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LSI構成と消費電力

MPU DSP Dedicated LSI

GOPS

Pd (mW)

Pd (mW)/GOPS

0.9 0.8 2.4

7000 110 12

7800 138 5

Parallelism 2 16 96

3 order’s difference

Courtesy,
Prof. Brodersen,
UCB

LSIの構成の違いにより同一の処理能力でも消費電力は３桁違う。

汎用プロセッサーが最も電力を消費する。

Clock (MHz) 450 50 25
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デジタル情報家電用SoCの開発方向

デジカメ用
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SoC
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SoC
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SoC
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SoC
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SoC

携帯電話用
SoC

統一
メディア

プロセッサー

統一
メディア

プロセッサー

動的再構成
回路

動的再構成
回路

メモリー（SiP)メモリー（SiP)

・分野毎・製品毎のSoC ・分野毎SoC
・統一メディアプロセッサー

・ソフトウエア処理化の促進（様々な用途に対応）
・ダウンローダブル（出荷後の仕様変更可能）
・動的再構成回路の使用（様々な用途に対応）
・SiPにより多様なメモリーサイズと高速化に対応

今後の方向

アナログ

分野共通のメディア処理の台頭、開発コスト・TATの短縮などの理由から、
SoC品種は統一される方向に向かう。汎用CPUに近い技術が要求される。

SoCの構成
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アナ・デジ混在信号処理

Variable 
Gain Amp.

Variable 
Gain Amp.

Analog 
Filter

Analog 
Filter

A to D
Converter
A to D

Converter
Digital 

FIR Filter
Digital 

FIR Filter
Viterbi
Error

Correction

Viterbi
Error

Correction

Clock
Recovery
Clock

Recovery
Voltage 

Controlled
Oscillator

Voltage 
Controlled
Oscillator

Data
Out

Analog circuit

Digital circuit

Pickup signal

・デジタル放送・通信・ネットワーク(DTV, ADSL, Ethernet, USBなど）
・デジタル記録（HDD, DVD, DVCなど）

・デジタルカメラやディスプレーなどの入出力

アナ・デジ混在型信号処理は殆どのシステムに用いられている。

Data In
(Erroneous)

Data Out
(No error)
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アナ・デジ混載SoC：DVDの完全ワンチップ化

0.13um, Cu 6Layer, 24MTr
Okamoto, et al., ISSCC 2003

高性能アナログを含むDVDの全機能を0.13um技術を用いてワンチップに集積した。



2004.10.14 MES2004 A. Matsuzawa Titech 19

Home Home 
ServerServer

NetworkNetwork

ITSITS

CS/BSCS/BS

WW--CDMACDMA
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DVDDVDDVCDVC

Digital TVDigital TV

デジタルネットワーク社会

デジタルネットワーク化も現在の特徴である。ここでもアナログ・RF混載技術が使われる

ADSL, FTTH

DAB

Digital TV

Home network

Ethenet

IEEE 1394, USB, Blue tooth, Wireless LAN
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アナ・デジ混載CMOS LSIの一例

5G RF LAN 12b 50MHz ADC 2ch
12b 50MHz DAC 2ch

AFE for ADLS
12b 20MHz 
ADC+DAC

Digital network
1394b (1GHz)

AFE for Digital Camera
12b 20MHz ADC+AGC

2GHz RF CMOS

様々なアナ・デジ混載LSIが必要とされている。



2004.10.14 MES2004 A. Matsuzawa Titech 21

CMOSの高周波化とアナログの困難さ
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微細化によりMOSの高周波特性は向上し、高周波応用が可能になった。

しかし、電源電圧の低下はダイナミックレンジの低下を招き、アナログ混載を難しくしている。



2004.10.14 MES2004 A. Matsuzawa Titech 22

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.35um 0.25um 0.18um 0.13um

Chip area

I/O
Analog

Digital

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.35um 0.25um 0.18um 0.13um

Chip area

I/O
Analog

Digital

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.35um 0.25um 0.18um 0.13um

（0.35um : 1）

Chip cost

Wafer cost increases 1.3x
for one generation

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.35um 0.25um 0.18um 0.13um

（0.35um : 1）

Chip cost

Wafer cost increases 1.3x
for one generation

Y. Cong and R. L. Geiger,
ISSCC 2003

14b 100MS/s DAC 1.5V, 17mW, 0.1mm2, 0.13um

Area: 1/50

Pd: 1/20 

アナログ混載技術の課題

微細化CMOSへのアナログ混載の大きな課題はアナロ

グ部の面積縮小が困難なことによるコストアップである。

高精度が必要→面積が増大
低電圧化が困難→面積縮小が困難

今後の方向性

微細素子を用いて低電力化・高速化・小面積化を図り
精度劣化はデジタル補正技術などで補う方向
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SoCの開発体系
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システムLSIの必要要件

• システムに必要な全ての機能の集積

– デジタル+メモリー+アナログ/ネットワーク

– ソフトウエアの完備

– モデュール化技術

• 高性能、短TAT、低コスト、安定供給

– システムノウハウの集積

– 全体最適化（設計からデバイスまで）

– 統合設計環境（性能と開発期間）

– SiPなどを含む最適な集積技術
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開発期間の短縮

12 Mon

First
DVD ROM

8x
DVD ROM

12 Mon 3 Mon

12x
DVD ROM

6 Mon 6 Mon12 Mon

Time‘97 ‘00

2.6G
RAM

2nd G
2.6G
RAM

4.7G
RAM

Combo
16x

DVD ROM
Combo

6x DVD ROM

Sa
le

s 
(A

.U
)

デジタル情報家電機器の開発サイクルは短い。
→短期間で確実な開発が求められる。
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アナ・デジ混載SoC設計フロー

System design
(Mixed signal level)

Circuit design
(SPICE +Behavioral)

Layout design
(Semi/Full automated)

Transistors
Passives
Substrate

Package
Cable

Device parameters
(SPICE, Noise, Mismatch)

Required SPEC

Optimizer

Parasitic effect

Actual 
Circuit model

Bottom up flow

Top down flow

システム設計・回路設計・レイアウト設計の統合的な設計フローが必要
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ターゲットLSIを用いた機能確認

Matlab
DMT modulation

Virtual LSI

Verilog-AMS

Matlab
DMT demodulation

QAM constellation

Q

I

MTPR  TEST (DMT Carrier hole)
f

FIR FFTFIRIFFTConste
llation
ENC

Conste
llation
DEC

> 66dB

Matlab is used as a soft DSP

回路設計の前に仮想的なアナ・デジ混在LSIがシステム仕様を満足するか徹底検証
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システムLSI
への要求

デバイス・プロセスへの要求

高性能トランジスタの実現
高性能

配線容量・抵抗の低減

高集積
トランジスタ、配線のピッチ縮小
による面積削減

低消費電力 低消費電力トランジスタの実現

高品質設計 高歩留、低特性変動

低コスト 面積の削減、マスク枚数の低減

デバイス・プロセス仕様の最適化

・配線の階層化
・Low-k配線絶縁膜

・Ion、Ioff、VDD
の最適設定、

・マルチVt化

・配線長の低減
・経時劣化の考慮

・各種トレードオフの最適化
・設計とデバイス・プロセス開発の一体開発が重要

トレードオフ

→サインオフ型開発からすり合わせ型開発への転換
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システムに最適化されたSoC開発

・システムターゲットドリブンのプロセス開発からSoC設計までの開発スタイル。

・従来のバケツリレー型開発からコンカレント型開発への転換。
・境界領域での協調開発（バウンダリーマネージャーが必要）

Process dev.
Cell Lib. Dev.

SoC design

System target.

Process modif.
Design modif.

Unconformity
Spec. Cost and Time

Conventional

Advanced

Process dev.

Cell Lib. Dev.

SoC design

System target

MP

MP

Shorten dev. TAT

Collaboration 
System driven!

to solve boundary problems
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SoC開発における様々な技術分野の力の結集

技術ロードマップ
の作成

System

SoC Design
Cell Lib.

Process

Fab

EDA

Test

Package

Device

Reliability
High Idd
Low Ioff

Low-k
Cu

Cell height
HP Analog
HP I/O

Mixed signal
Clocking
Power routing Mixed signal

Large system’s verification

EMI sim
Cross-talk sim
Mixed signal sim

Iddq test
Wafer burn-in
Mixed signal

POE
Low inductance

High yield
Quick ramp-up
Analog control

STI
Analog

Future demands, issues, and solutions

デジタル情報家電機器向けSoCの開発はシステムから工場までの最適化が必要である。
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LSI技術の今後
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テクノロジーへのインパクト：ロジック

• 集積度
– 継続的に集積度の向上が必要
– I/O領域を含めたチップサイズ削減が必要

• 高速化
– 汎用MPUほどの超高速化は不要だが、妥当な消費電力とコストでの高速

化は不可欠

• 低リーク化・低電力化
– 「携帯」に搭載可能とする低リーク化・低電力化は最優先課題

• 再構成可能なロジック回路技術
– 専用処理回路は今後とも必要だが再構成可能なことがより重要になる

• ばらつき抑制
– ASIC設計を可能とする「ばらつき抑制」技術が必要

• テスト容易性と動作の可観測性
– 設計品質が課題に。テスト容易性と動作の可観測性が鍵

• ノイズ対策
– EMCはチップ自身の課題に

超高速性は汎用MPUほど必要では無いが、従来より広がりを持った開発が必要。



2004.10.14 MES2004 A. Matsuzawa Titech 33

CoSi2

SiN

NSG

SiN

Oxide

ゲート絶縁膜

格
子
７
個
に
相
当

Si
基板

2nm
ゲート酸化膜

0.1μm

トランジスタの断面

ゲート

１．0nm

5000倍
拡大

現在のSoC用トランジスタ

現在のSoCの量産プロセスである0.13umルールのトランジスタ

原子レベルの制御が求められる。
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現在の配線

0.5umMOS Tr W plug

Cu Interconnect

現在はAlからCuに配線材料が変化している。
民生用SoCでも配線層数は６層以上が多く、配線間は柱のようなスタックトビアで

接続されている。
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様々な限界
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集積回路技術はすでに様々な限界に直面している。
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超高速動作の課題

・ 配線遅延時間が短縮される目処は殆どなさそうである。
・ リピーターの面積・消費電力が急増し、許容限界を超える。
・ メモリー間のデータ転送時間が70%程度となりCPU単体の速度向上効果が少ない

→ 今後クロック周波数増加による高速化は飽和する
並列化やメモリーインターフェースの見直しで処理能力向上の方向へ

日経マイクロデバイス： 2003年8月号, pp.26ITRS 2001 Edition, pp. 261.
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VLSI技術最大の危機：消費電力の増大

プロセッサーの消費電力は100Wに達し、限界に直面している。

しかもリーク電流が急速な伸びを示している。

Gordon E. Moore, ISSCC 2003.
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・これ以上クロックを上げられない

プロセッサーの消費電力推移

・これ以上VTを下げられない

・これ以上ゲート酸化膜を薄くできない
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超高速動作要求と消費電力増大の主犯

ALU

レジスタ

キャッシュメモリ主メモリ

演算器

メモリー
チップ内部

外部
バス

内部
バス

（論理変更）

チップ外部

通常のマイクロプロセッサーの構成では1クロックあたり３つ程度の処理

しかできない。

処理能力増大要求 クロック速度の増大
配線遅延時間縮小

消費電力増大

マイクロプロセッサーの構成
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インテルの方針転換

• 米Intel Corp.のSr. Vice President, Chief Technology OfficerであるPat 
Gelsinger氏は3月4日に都内で会見し，将来のLSI技術動向について説
明した。

同氏によると，微細化による動作周波数の向上は今後難しくなっていく。
微細化と共に電源電圧を下げ続けることが困難になり，チップの消費電
力が増えていることが主な理由である。このため，今後は周波数の向上
によってチップの処理性能を向上するだけではなく，プロセサの並列化
やマルチスレッド化といった技術を組み合わせていく必要があるという。

プロセッサーの超高速化を追求してきたインテルはク
ロック周波数の上昇のみに頼った高速化を放棄した。

今後、微細化は続くが、配線遅延に対する要求は緩和される。
配線は3次元化技術などに向かうのではないか。
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VLSI設計の大方針転換

• VLSIのクロック速度は飽和する

– 消費電力の限界

– 低電圧化の限界

– 配線遅延時間の限界

– 外部メモリーのデータ転送速度の限界

• 今後のVLSIの性能向上はアーキテクチャの見直しと実

装技術で達成する
– パソコンからデジタル家電への大きな流れ

– 並列処理に向いたマルチメディア（画像）処理要求が増大

– 家電系は応用特化の最適なアーキテクチャが使用できる

– コスト重視へ（消費電力大＝コスト増）

– 携帯機器へデジタル家電が集約→低電力と3次元集積
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テクノロジーへのインパクト：アナログ

• アナログ混載は必須になるが、搭載回路は極めて限定されたものになる。
本質的に必要回路を除き、よりデジタル化される。

– 微細化による動作電圧の低下、かなりの回路が動作困難に
ただし、1.2V程度で低電圧化が止まればかなりのアナログ回路は実現可能

– アナログ部のコスト増
– 本質的に必要なアナログはADC, DAC, LNA, VCO

• アナログオプションは最低限必要だが回路技術で増加を抑える方向
– 必要なオプション：高精度MIM容量、厚膜配線、可変容量、トリプルウエル（高

抵抗基板）
– 必要な性能：低VTミスマッチ、低1/fノイズ、高fT, fmax、低基板ノイズ

• RFの再構成可能技術が重要に
– MEMS スイッチ

– 可変インダクター
– BARなどのオンチップ受動フィルターの集積
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ワイアレス分野の課題

IMT-2000
RF

GSM
RF

Bluetooth
RF

GPS
RF

GPS
BB

Bluetoth
BB

GSM
BB

IMT-2000
BB

MCU

Power

Reconfigurable
RF DSP

Unification

Yrjo Neuvo, ISSCC 2004, pp.32

Unified wireless system

Multi-standards and multi chipsFuture cellular phone needs 
11 wireless standard!!

今後は携帯電話に11種類程度のRF通信・ネットワークが搭載される可能性があるため
RF部分の統一化、再構成可能化が重要となる。

Current

Future
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ワイアレス用スケーラブル設計技術の開発
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テクノロジーへのインパクト：メモリー

• 不揮発性メモリーの大容量化への爆発的増加（１年で２倍）
（デジカメ用途など） 微細化では追いつかない（３年で２倍）

– フラッシュの開発加速とMRAM, PRAM, などの他の大容量不揮発性メモリーの

早期実用化の促進

– ３次元積層パッケージ技術などの単位面積あたりのメモリー容量を増加させる技
術開発が加速

• メモリー・ロジック間の大容量データ転送が必要（デジタルテレビ、ゲーム機）
• DRAM混載はコスト増と、用途によってメモリーサイズが異なるシステムが実現しにくい

ため、Chip On Chip技術などのチップ貼り合わせ、もしくはなんらかの実装技術による

解決が期待される。

• 携帯機器向けにFeRAMなどの低電力・高速の不揮発メモリーの開発が加速

デジタル情報家電機器はメモリー関連のテクノロジーに多大なインパクトを
与えるものと思われる。
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3次元集積技術

メモリーの積層集積

携帯電話では限られた面積に大量のメモ
リーを集積する必要がある。
また不揮発メモリーだけでなくSRAM, 
DRAMなど各種メモリーの組み合わさったシ

ステムになるため混載では難しい。
高密度化・多層化は加速されるものと思わ
れる。

30um 径、60umピッチのCoC
接続点の電気特性は1mmの配線長と同等

Chip On Chip 技術を用いた
CPU・メモリー間の高速・大容量接続

160Gb/s @123MHz

T. Ezaki, et al., ISSCC 2004, pp.140

機能集積の加速はムーアの法則をしのぐ。３次元集積が必要である。
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実装技術への期待

３次元集積と統合設計
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UIMカード・IrDAモジュール部

CCD制御部

スピーカー

アウト・カメラ
モジュール

（AF機能内蔵）

LCD/バックライト

モジュール

通信・画像制御部
C-CPU、A-CPU
DSP、SRAM、
Flashメモリなど

送受信制御部
アンテナスイッチ

ディプレクサ
ローノイズアンプ

パワーアンプ
水晶発振子、フィルターなど

中間周波数制御・電源部
ADC/DAC

電源IC、フィルターなど

積層

積層

積層

画像処理、SDRAM,
MPEG4など 裏面液晶装置

イン・カメラ
モジュール

多層FPC基板と
FPCケーブル

主基板実装部 液晶実装部
miniSDカード制御モジュール部

P900iの主回路基板と半導体パッケージ

資料提供： SemiConsult

携帯電話システム

現代の携帯電話は画像処理回路やデジカメ機能まで集積している。
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携帯電話用多チップパッケージの事例

ﾁｯﾌﾟｽﾀｯｸﾄﾞCSP
ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ､ SRAM､ 疑似SRAM
SDRAMなどを積層し樹脂封止

ﾁｯﾌﾟｽﾀｯｸﾄﾞCSP
ﾍﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞICとﾒﾓﾘﾁｯﾌﾟの積層

ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞの自由度確保､熱特性向上のため､

小型ﾁｯﾌﾟに大型ﾁｯﾌﾟｦ搭載し樹脂封止

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｽﾀｯｸﾄﾞCSP
液晶ｺﾝﾄﾛｰﾗ(ﾌﾘｯﾌﾟCSP)上にｲﾝﾀｰﾎﾟｰｻﾞ

基板を介して汎用SDRAMを積層

LCDｺﾝﾄﾛｰﾗ ｲﾝﾀｰﾎﾟｻﾞ SDRAM

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｽﾀｯｸﾄﾞCSP
フリップチップとワイヤボンドによるチップを

積層し、樹脂封止め

資料提供： SemiConsult

携帯電話ではすでにSiP技術を用いた３次元実装が始まっている。今後も続く。
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今後の集積技術の方向性

従来： 平面集積

集積度:
素子数

面積

今後： 立体集積

集積度:
素子数

体積

→ 平面集積から立体集積への進展が必要

不揮発性メモリーの大容量化への爆発的増加（１年で２倍）

微細化（３年で２倍）では追いつかない
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マイクロバンプと貫通配線を用いたチップ積層

Conv. SiP TCV

外観

接続方法 ワイヤボンディング＋基板上の配線 貫通電極＋バンプ

チップ間配線長さ
数mm～数10mm

（写真では約10mm）

100 µm以下

（写真では60 µm ）

配線のキャパシタンス 8 pF 0.1 pF

配線のインダクタンス 10 nH 19 pH

最小パッケージサイズ チップサイズ＋5 mm以上 チップサイズ

厚さ（4チップ） 490 µm 240 µm

マイクロバンプと貫通配線を用いたチップ積層ではオンチップ並みの電気特性が実現できる。

資料提供：東芝
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インテルのSiP・チップ積層技術開発

• ロジックLSIとメモリーを一つのパッケージに統合するSiP（system in 
package）の採用が本格化する。それをけん引するのがインテルである。
まず，携帯機器向けプロセサにSiPを採用した。

インテルは，SiPの要素技術として，チップ積層技術，パッケージ積層技
術，フレキシブル基板上のフリップチップ接続技術，チップ薄型化技術な
どを開発している。ここへ来て，パッケージ積層技術を駆使することによ
り，携帯機器向けプロセサとメモリーを統合したSiPを実現した。さらに次
世代技術として，Si基板に貫通ビアを形成し，チップ同士を積層する技
術を開発中である。このほか，同社はSiPで基本的にPbフリー・ハンダを
採用することを表明している。

チップの微細化を推し進めるインテルは同時にSiPやチップ積層技術を開発している。
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部品組み込み基板の動向

JEITA 2001年実装技術ロードマップ

受動部品 LSI 受動部品 LSI

  デジタルTV 2005年 2010年 2005年 2010年

  ノートPC 2005年 2010年 2005年 2010年

  ポータブルDVD 2005年 2005年 2005年 2005年

  デジタルカム コーダ 2003年 200７年 2002年 2007年

  デジタルカメラ 2005年 2010年 2002年 2010年

  携帯電話 2003年 2005年 2003年 200３年

  ポータブルオーディオ 2005年 200７年 2005年 2007年

マザーボード モジュール基板
製品種別

受動部品(LSI)組み込み基板の複雑化と微細化：
→部分的リペア処理が不可能な時代
→１つのミスが大きなタイムロスとコストロスを招く時代

菊地俊二氏(図研)の資料より
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筐体設計

・ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

・ＥＭＩ設計

・機械強度／衝撃保護

・放熱設計

ＬＳＩ／ＰＫＧ設計

実装技術

電子システムの総合デザイン・インテグレート化基本設計

・ＱＦＰ／ＣＳＰ

・超小型部品・材料

・Ｉ／Ｏ電気特性

・超高密度積層

・接合精度・強度

・熱放散

実装設計： ＬＳＩと同じ設計環境が必須

電子ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ・設計ﾂｰﾙ環境・テスト・分析・解析評価技術が必要

・部品配置／配
線

・信号伝送解析

・光･電気複合

・信頼性設計

・冷却設計

基板設計

■システムニーズ ： 最適機能・低コスト化・短期間開発・最適実用ローパワー

設計CAD・製造設備・ﾃｽﾄｼｽﾃﾑ・解析･評価技術

ＳｏＣ

・ＩＰ利用方法

・微細配線設計

・プロセス混載

・ローパワー

・開発長納期化

・プロセス複雑

・異種混載制限

・大チップ高ｺｽﾄ

・高機能ＰＫＧ要

SoCと 実装の統合設計

SoCと実装の統合設計も必要となる
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まとめ

• デジタル情報家電が急成長, PCに匹敵する産業に発展し、 SoCがこれらの
情報家電機器を実現した。

• SoCは応用特化のアーキテクチャが取れるため汎用プロセッサーに比べて高
速処理かつ低電力を実現できる。しかし今後はメディアプロセッサーの汎用化
が進むため、汎用CPUに近い技術が求められる。汎用性と専用性の調和が
今後の開発ポイント。

• アナログ・RF機能の混載がデジタルネットワークやユビキタス時代のキー技
術に。

• SoCの場合、低コストかつ短期開発が求められる。システムからプロセスまで
の統一した戦略と開発体制・開発体系が必要。設計法の変革も重要。

• 今後は携帯電話に殆どの情報家電技術が集積される。
ムーアの法則を上回る３次元集積技術が必要となる。

• 実装の３次元化に伴い（電気・機構・熱）や（SoC・実装）の統合設計技術が求
められる。


	デジタル情報家電用SoCの開発と�実装技術への期待
	内容
	デジタル情報家電時代
	製品毎のマーケットサイズ
	DVD Recorderにみる部品削減効果
	新たな半導体ビジネスの構図
	デジタル情報家電用SoC
	デジタル情報家電用SoCの分類
	超高速メディアプロセッサー型SoC
	  メディアプロセッサーの処理能力
	ローパワー処理用SoC
	低電力化技術
	LSI構成と消費電力
	デジタル情報家電用SoCの開発方向
	アナ・デジ混在信号処理
	アナ・デジ混載SoC：DVDの完全ワンチップ化　
	デジタルネットワーク社会
	アナ・デジ混載CMOS LSIの一例
	CMOSの高周波化とアナログの困難さ
	アナログ混載技術の課題
	SoCの開発体系
	システムLSIの必要要件
	開発期間の短縮
	アナ・デジ混載SoC設計フロー
	ターゲットLSIを用いた機能確認
	デバイス・プロセス仕様の最適化
	システムに最適化されたSoC開発
	SoC開発における様々な技術分野の力の結集
	LSI技術の今後
	テクノロジーへのインパクト：ロジック
	現在の配線
	様々な限界
	超高速動作の課題
	VLSI技術最大の危機：消費電力の増大
	超高速動作要求と消費電力増大の主犯
	インテルの方針転換
	VLSI設計の大方針転換
	テクノロジーへのインパクト：アナログ
	ワイアレス分野の課題
	ワイアレス用スケーラブル設計技術の開発
	テクノロジーへのインパクト：メモリー
	3次元集積技術
	実装技術への期待
	携帯電話システム
	携帯電話用多チップパッケージの事例
	今後の集積技術の方向性
	マイクロバンプと貫通配線を用いたチップ積層
	インテルのSiP・チップ積層技術開発
	部品組み込み基板の動向
	SoCと 実装の統合設計
	まとめ

